
PATENTE DE INVENCION 

por 20 años

por "Un perfa colonamiento en loa oablea eláctricos para mor­

días ten ai one a" -  -  -  ---------------------------- - ---------- -

a favor de; pIKELLl, Sooletb per Azioni, de nacionalidad 

ita lian a , domioiliada en Centro p ír e ll i ,  piazza Daca d'Aos- 

ta , ns 3, MILANO (Italia)..

)
MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere  a los oables e lé c tr i­

cos para medias tensiones aislados con material elastomórioo 

en partloular oon mazólas vulcanizadas a base de copolime- 

ros olefénioos, amorfos, saturados o insaturados que tienen 

3 una oapa proteotora constituida por material semiconductora 

Es sabido que los cables aislados con material elasto- 

mé.rloo o plástico para medias tensiones tienen generalmente 

una capa constituida por material semioonduotor dispuesta 

tanto sobre como debajo del material aislante, oon e l  fin  

10 de tener una superficie equipotencial que hace uniforme e l 

oampo eléotrioo del material aislante. La capa semiconducto­

ra que oonstituye e l  revestimiento extemo puede ser re a li­

zada ya sea extruyendo una composición semiconductora so­

bre a l material aislante, ya enrollando en espiral sobre
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ésta una t ira  de material aemioonduotor. En este segundo 

oaso, e l  material semiconductor más generalmente empleado 

está constituido por una t ir a  de tejido impregnado de negro 

de humo conductor y  de un ligan te.

La aplicación de ta l  revestimiento semiconductor presen­

ta sin embargo e l  inconveniente que ó a te , una vez dispuesto 

en e l  material aislante, oonstituye una capa simplemente 

sobrepuesta sobre dicho material, haciendo por consiguiente 

más f á c i l  e l  que se realioen ionizaciones en los espaoios 

vacíos que pueden e x is t ir  entre la  capa semiconductora y e l  

a islante. De otra parte, una adhesión íntima de la  capa semi- 

oonduotora a l material aislante haría más d i f í c i l  la  separa­

ción de la  oapa miaña en e l  caso de empalme de cables..

E l f in  de la  presente invenoión as aquel de rea lizar un 

revestimiento de material semiconductor que sea perfectamen­

te solidario oon e l  material aislante de lo s  ostbles el%otri- 

oos para medias tensiones, sin que se adhiera a á l íntimamen­

te , de modo de obviar los inconvenientes antes indioadosi*

La Solicitante ha enoontrado ahora que, en e l oaso de 

un osíble elóotrico para medias tensiones, aislado con un ma­

te r ia l elastomfrico constituido por mezclas vulcanizadas a 

base de copolímeros d efin ió os amorfos, saturados o insatura­

dos, se obtiene que la  capa de revestimiento de material semi­

conductor sea perfectamente solidaria oon dicho material de 

aislamiento, sin que por otra parte se le  adhiera intimamente, 

cuando se emplea como revestimiento una composición semiconduc­

tora no vuloanizable a base de dorosulfonato de polie fileno.

La Solicitante ha enoontrado además que ta l  perfecta 

adhesión entre e l  material aislante antes definido y la  capa
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semiconductora a base de clorosulfonato de polietilene se 

obtiene sometiendo a un tratamiento termico e l  oonjunto 

oonstltuido por e l  material aislante, que recubre e l  oon- 

duotor, y por dicha oapa semiconductora. Forma por consi­

guiente e l  objeto de la  presente invenofón un perfecciona­

miento en los oables e34otricoe para medias tensiones, del 

tipo aislado con material elastomjírioo oonstitupido por com­

posiciones vulcanizadas a base de oopol¿tmeros olefinicos 

amorfos, saturados o insaturados, que comprende una capa 

proteotora puesta sobre dicho material elastom^rioo de ais­

lamiento perfectamente solidaria a ¡iste, o bien una capa 

protectora sobre dicho material elastom^rico de aislamien­

to y otra entre éste y  e l  oonductor, que consiste en esta­

blecer dicha oapa o oapas protectoras de un material de una 

oomposici^n semiconductora a base de clorosulfonato de po­

lie t ile n e , ya en forma de tira s  enrolladas ya como hoja em- 

truá&a.

La forma preferida del perfeccionamiento de la  presente 

invención es un cable eléctrico  del tipo antea definido, en 

e l  cual la  capa o oapas protectoras consisten de un arrolla­

miento de tira s  constituidas por una hoja calandrada de la  

composioi4n semiconduotora a base de clorosulfonato de po­

lie t ile n e , realizado por un procedimiento por e l  que se ob­

tiene la  perfecta solidaridad de la  capa o capas protectoras 

con dicho material elastom%rioo de aislamiento!.

E l material elastom%rioo de aislamiento est,á constituid 

do por composiciones a base de oopolimeros d efin ió os amor­

fo s, saturados o insaturados. Tales copol&neros son esen­

cialmente lin eales, amorfos, de peso molecular elevado, y
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pueden ser, indiferentemente, saturados, derivándose de la  

copolimerización del etileno oon una a lfa d e fin a ,o  insatura­

dos, derivándose de la  oopdimerizaoión del etileno,una a l- 

faoíefin a, y a lo  menos un dieno, teniendo o no dobles enla­

ces conjugados, segin uno cual%uiérade lo s  métodos conoci­

dos por los táonioos en la  materia. Generalmente, la  a lf  ad e­

fina est,á constituida por propileno. El teroer tipo de moná- 

merop empleado para obtener oopoljCmeros d efin ió o s amorfos 

insaturados, puede ser elegido entre los siguientes compues­

tos! butadieno, isopreno, 2,3-dimetilbutadieno, en la  dase 

de lo s  dienos teniendo dobles enlaces conjugados; oomo tam­

bién, por ejemplo, e l  l,4**pentadieno, e l  2-metil-1, 4-pen- 

tadieno, el.,.1^5-hexadieno, e l  2-meti!L.l, 5-hexadieno, e l

1.4 - hexadieno, e l  1,4-heptadieno, e l  1,5-heptadieno, e l

1 .5 -  ootadieno, e l  dioiclopentadieno, e l  a-netilen-2 , 5 nor- 

bomeno, e l  4,7,8,9-tetrahidrometilindeno, elegidos de la  

dase de los d ie  nos teniendo dobles enlaces no conjugados.

Con e l  fin  de oonstituir e l  material elastom&rioo de 

aislamiento para oables para medias tensiones empleado en 

la  presente invención, se realizan composiciones vuloaniza- 

b les a base de los  oopdimeros antes definidos, que son mez- 

dados oon ingredientes adeouados, cuales agentes de vuloanl- 

zaoión o de reticulación, acelerantes de vulcanización, plas- 

tifica n te s , antioxidantes, oargas reforzantes, de manera por 

s i  oonocida. Dicha composición viene luego extrusa sobre e l  

oonduotor, y sometida a tratamiento tóimico de vulcanización, 

de modo de obtener e l  oonduotor revestido de material aislan­

te .

E l dorosulfonato de polietileno, empleado en la  presen­

te invenoión como base de la  composición semiconductora, es



un producto que ae deriva de la  reacción del p d ie tile n o  

con doro y oon anhidrico sulfdrioo. E l polietileno uaa- 

do para oonstituir ta l  doroaulfonato de p d ietilen o  tie ­

ne normalmente un peso molecular medio de aproximadamente 

20. 000. E l oontenido de azufre del doroaulfonato de po- 

lie tile n o  varía generalmente en e l  oíroulo de aproximada­

mente 1, 2% a l 1 , 7%, mientras e l  contenido de doro est.á 

oomprendido en e l  intervalo de aproximadamente 26% -  4P% 

E l empleo del doroaulfonato de p d ietilen o  o orno tase de 

una composición semiconductora resulta extremadamente ven­

tajoso, por cuanto se hace posible, a oausa de sus eleva­

das características mectánioas, la  obtenoión de una hoja 

calandrada de espesor muy delgado, particularmente apta 

oomo t ira  destinada a ser enrollada sobre e l  conductor 

revestido de material aislante-.

Con e l fin  de oonstituir la  t ira  de material semicon­

ductor para oables el^ctrioos pitra medias tensiones, ais­

lados oon material elastom%rico a base de oopolimeros d e ­

finióos oomo los anteriormente definidos, e l  dorosulíona- 

to de p d ietilen o  viene mezdado oon adecuados ingredien­

tes, y  la  mezda resultante viene calandrada de modo de 

tener una hoja de un espesor variable en e l  .ámbito de 0,1 

a 0,5 milímetros.

Los ingredientes empleados para formar ta l mezda se­

miconductora son, en particular, fta la to  b.ásioo de plomo, 

negro de humo oonduotor y p d ie tile n o  da g l io d .

La hoja constituida de dicha mezda semioonduotora 

viene luego enrollada por eapiralación sobre e l  oonduotor 

revestido del material aislante antea indicado, y e l  oon-



junto viene sometido a un tratamiento termico, a una tem­

peratura variable entre 100° y 200°C, por un periodo de 

tiempo suficiente para que la  hoja, reblandeciendo, se ha­

ga solidaria a l material aislante, soldándose al mismo 

5 tiempo sobre s i  misma en los puntos en que se sobrepone..

Segdn una variante del procedimiento para realizar 

e l  perfeccionamiento de la  invenoión, la  cinta semioonduo* 

tora a base de oobrosulfonato de polietilene viene hebha 

solidaria con e l material elastomórioo a base, de oopol%- 

10 meros d efin ió o s amorfos, saturados o insaturados, en e l 

ourso del tratamiento t%rmioo de vulcanización de una com­

posición elastomárioa, extrusa sobre dicha t ir a  semicon­

ductora en función de vaina protectora, a base de un elas­

tòmero adecuado, cual por ejemplo, pdidoroprenoi.

1$ Segdn una u lterio r variante, e l  tratamiento tj&rmioo

apto de haoer solidaria dicha t ir a  aemioonduotora oon e l  

material elastomárioo puede ser efectuado aplioando sobre 

la  t ira  misma un revestimiento bajo forma de t ir a , da te­

jido o de metal, o de vaina de metal, espeoífioamente de 

20 plomo, introduciendo luego e l  conjunto así obtenido en un

homo a la  temperatura antes Indioada, y  eliminando dicho 

revestimiento a tratamiento térmico terminado;.

La composición semiconductora a base de olorosulfona- 

to de polietilene puede eventualmente oonstituir taaRión 

2$ e l  revestimiento proteotor interno del oáble, aplioado d i­

rectamente sobte e l  oonduotor, anteriormente a la  extru­

sión del material aislante, da modo de haoer uniforme e l 

campo elóotrioo sobre la  superficie del oonduotor. En es­

te caso, la  oomposiciÓn semiconductora puede ser tanto
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empleada bajo forma de tira , que viene enrollada sobre e l 

oonduotor, oomo axtrusa directamente sobre e l  oonduotor 

mismo. Una vez extrusa la  oomposioión elastomórióa vuloa- 

nizable de aislamiento sobre dioha oapa semiconductora, 

se sánete e l  oonjunto a l tratamiento termioo Ae vulcaniza­

ción, en e l  onrso del oual la  oapa semiconductora ae ad­

hiere perfectamente a la  composición aislante, resultando 

ésta también solidaria con e l  conductor.

En la  descripción que precede se han ilustrado algu­

nas formas de realización de la  presente invenoión. Se 

oomprende que en e l  áabito de la  presente patente están 

comprendidas todas aquellas formas de realización que pue­

den realizarse aagdn los oonoeptos Inventivos que se han 

expuesto, está oomprendiaa, por ejemplo, la  aplioaolón de 

la  composición semiconductora sobre e l  oonduotor revestido 

del material aislante antes definido, por medio de extrusión 

En ta l oaso, e l  tratamiento tjórmloo siguiente del conjunto 

asá oonstltuldo puede ser eventualmente suprimido, dado que 

la  misma operaoión de extrusión, efectuada a temperaturas 

superiores a los 100°C es suficiente para realizar la  adhe­

sión de la  composición semiconductora a l material aislan­

te .

NOTA
Por le  patente de invención a qué se refiere la  presen­

te memoria descriptiva se REIVINDICA la  propiedad y la  ex­

plotación exdusiva de!
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1 .  -  Un perfeccionamiento en los cables eléctricos pa- 

.ra medias tensiones, del tipo aislado con material elasto­

meri oo oonstituédo por composiciones vulcanizadas a base de 

oopol¡ímeros olegínicos amorfos, saturados o insaturados,

5 que oompr#nde una capa proteotora puesta sobre dicho mate­

r ia l  elaetomérico de aislamiento perfectamente solidaria a 

éste, o bien una oapa protectora sobre dicho material elas­

tomeri co de aislamiento y otra entre este último y  e l  con­

ductor, caracterizado por e l  heoho que oonsiste en estable- 

10 oer di oha capa o capas prote otoras con un material de una

oomposioi&i semiconductora a base de clorosulfonato de po­

lie t ile n e .

2.  -  Un perfeccionamiento, t a l  oomo e l  especificado en 

1 , caracterizado por e l  heoho que dicha capa o capas proteo*

15 toras consisten en un arrollamiento de t ira s  constituidas

por una hoja oalandrada de la  composición semioonduotora a 

base de clorosulfonato de p o lio tile  no .

3*- Un perfeccionamiento, t a l  como e l  especificado en 

1 , caracterizado por e l  hecho que dicha capa o oapas proteo* 

20 toras viene formada por extrusión directamente en forma de

vaina sobre e l  mat4r ia l  elastomeri00 de aislamiento, en e l  

primer oaao, o bien formado.; por extrusión directamente en 

forma de vaina sobre e l  material elastomérico de aislamien­

to y sobre e l  conductor respectivamente, en e l segundo oaso, 

25 de la  composición semiconductora a base de olorosulfonato

de polietilene^

4 .- Un perfeccionamiento, ta l  oomo e l  espeoifioado en 

1, caracterizado por e l  heoho que una de la s  oapas protecto­

ras est.á establecida por un arrollamiento de tira s  oonstitug-
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daa por una hoja calandrada de la  composición semiconduc­

tora a base de olorosulíonato de polietileno, mientras que 

la  otra capa protectora eat.á establecida por extrusión 

directa de dicha oomposioión en forma de vaina*

5*- Un perfeccionamiento, ta l  oomo e l eapeoifioado 

en una oualquiera de las relvindicafiones de 1 a 3, carac­

terizado por e l  heoho que se obtiene por un procedimiento 

que comprende las  fasea de a is la r un oonduotor con una oom­

posioión elastom^rica vuloanizable, a base de oopoljEmeros 

o lef únicos amorfos, saturados o insaturados, de vuloanizar 

dicha composición elastomórioa de modo de por s í  conocida, 

de poner sobre dicho material de aislamiento vulcanizado 

una oapa protectora oonstitu%da por una composición semi­

conductora a base de olorosulfonato de polietlleno, y de 

someter e l  oonjunto a un tratamiento tóxmico a temperatura 

comprendida entre 100° y 200°C, por un periodo de tiempo 

suflolente para que dioha oapa, reblandeciéndose, se adhie­

ra a l material da aislamiento.

6.— Un perfeccionamiento, ta l  oomo e l  especificado en 

una oualquiera de la s  reivindioaoiones de 1 a 4, caracteri­

zado por e l  hecho que se obtiene por un procedimiento que 

oomprende la s  fases de proteger un conductor con una capa 

protectora constituida por una composición semiconductora 

a base de olorosulfonato de polietileno, de poner sobre 

esta capa una capa de material de aislamiento de composición 

elastomórica vuloanizable a base de oopoÜmóros olefjCnicos 

amorfos, saturados o insaturados, de vulcanizar dicha com­

posición elastomórica de modo de por s í  conocida, en e l 

curso de cuya vulcanización se produoe la  adhesión a la
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de aislamiento vulcanizado una oapa proteotora constitu i­

da:; por una composioién semiconductora a base de clorosul- 

fonato de polietileno, y  de someter e l  oonjunto a un tra­

tamiento térmioo a temperatura comprendida entre 100° y 

200°0, por un periodo de tiempo suficiente para que dicha 

%ltima oapa, reblandeciéndose, se adhiera a l material de 

aislamiento.

7 .  -  Un ptarfeocionamiento, ta l  cono e l  espeoifioado 

en 5 o 6, caracterizado por e l  hecho que e l  tratamiento 

térmico de la  oapa protectora puesta sobre e l  material de 

aislamiento vulcanizado ooinoide oon e l  tratamiento térmi­

co de vulcanizacién de una vaina de una composicién elas- 

tomérioa extrusa sobre didha oapa protectora;.

8. -  Un perfeccionamiento , ta l  oomo e l  especificado 

en 5 o 6, caracterizado por e l  hecho que e l  tratamiento 

térmioo de la  oapa proteotora puesta sobre e l  material de 
aislamiento se efeotiia aplicando sobre la  misma un reves­

timiento, bajo forma de t ira , t e x t i l  o metálioa, o de vai­

na de metal, introduciendo e l  conjunto asi obtenido en

un horno a dicha temperatura y eliminando dioho revesti­

miento a tratamiento térmico terminados

9.  -"Un perfeooionamiento en los cables eléctricos pa­

ra medias tensiones";.

Constas
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Consta la  presente memoria descriptiva de once hojas 

foliadas, escritas por una sola oara.

Barcelona, 10 de Mayo de I968.

E. .:
p.
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